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【公開日】平成20年10月2日(2008.10.2)
【年通号数】公開・登録公報2008-039
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/92    ６０２Ｈ
   Ｈ０１Ｌ  21/92    ６０２Ｊ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月15日(2010.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板上に絶縁処理され設けられるパッド電極と、
　前記パッド電極を被覆するように形成される絶縁層と、
前記パッド電極の表面を露出するように、前記絶縁層に設けられる複数の開口領域と、
　前記絶縁層表面から前記開口領域内に渡り形成され、前記パッド電極と接続し、前記開
口領域上に複数の凹部が形成される金属層と、
　前記金属層上に形成され、前記凹部内に渡り形成されるメッキ用金属層と、
　前記メッキ用金属層上に形成される電極とを有する半導体装置において、
　前記凹部内に形成される前記メッキ用金属層は、他の領域の前記メッキ用金属層よりも
薄く形成される領域を有し、前記薄く形成される領域では、前記金属層を構成する金属と
前記電極を構成する金属とを少なくとも含む合金層が生成されていることを特徴とする半
導体装置。
【請求項２】
前記メッキ用金属層はクロム層を有し、
前記薄く形成される領域では、前記クロム層の結晶粒子間隔が、前記他の領域のクロム層
の結晶粒子間隔よりも広くなり、前記合金層は、前記結晶粒子間に生成されていることを
特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
前記薄く形成される領域は、前記凹部の段差の底面の外周部またはその近傍領域に形成さ
れていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
前記開口領域における前記絶縁層と前記パッド電極との境界領域では、前記パッド電極の
表面と前記絶縁層の傾斜面との成す角度が、７０～９０度となることを特徴とする請求項
３に記載の半導体装置。
【請求項５】
前記金属層は、アルミニウム層またはアルミニウム合金層から成り、前記電極は、銅層と
、前記銅層上に形成されるバンプ電極とを有することを特徴とする請求項１または請求項
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２に記載の半導体装置。
【請求項６】
前記金属層上にはスピンコート樹脂膜が形成され、前記スピンコート樹脂膜に形成された
開口部内に前記凹部が配置されていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
半導体装置。
【請求項７】
前記スピンコート樹脂膜は、ポリベンズオキサゾール膜またはポリイミド樹脂膜から成る
ことを特徴とする請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
半導体基板上に絶縁処理され設けられるパッド電極と、
　前記パッド電極を被覆するように形成される絶縁層と、
前記パッド電極の表面を露出するように、前記絶縁層に設けられる複数の開口領域と、
　前記絶縁層表面から前記開口領域内に渡り形成され、前記パッド電極と接続するメッキ
用金属層と、
　前記メッキ用金属層上に形成された電極とを有する半導体装置であり、
　前記開口領域内に形成される前記メッキ用金属層は、他の領域の前記メッキ用金属層よ
りも薄く形成される領域を有し、前記薄く形成される領域では、前記パッド電極を構成す
る金属と前記電極を構成する金属とを少なくとも含む合金層が生成されていることを特徴
とする半導体装置。
【請求項９】
前記メッキ用金属層はクロム層を有し、
前記薄く形成される領域では、前記クロム層の結晶粒子間隔が、前記他の領域のクロム層
の結晶粒子間隔よりも広くなり、前記合金層は、前記結晶粒子間に生成されていることを
特徴とする請求項８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
前記薄く形成される領域は、前記開口領域における前記絶縁層と前記パッド電極との境界
領域またはその近傍領域に形成されていることを特徴とする請求項８または請求項９に記
載の半導体装置。
【請求項１１】
前記境界領域では、前記パッド電極の表面と前記絶縁層の傾斜面との成す角度が、７０～
９０度となることを特徴とする請求項１０に記載の半導体装置。
【請求項１２】
前記パッド電極は、アルミニウム層またはアルミニウム合金層から成り、前記電極は、銅
層と、前記銅層上に形成されるバンプ電極とを有することを特徴とする請求項８または請
求項９に記載の半導体装置。
【請求項１３】
前記絶縁層上にはスピンコート樹脂膜が形成され、前記スピンコート樹脂膜に形成される
開口部内に前記開口領域が配置されていることを特徴とする請求項８または請求項９に記
載の半導体装置。
【請求項１４】
前記スピンコート樹脂膜は、ポリベンズオキサゾール膜またはポリイミド樹脂膜から成る
ことを特徴とする請求項１３に記載の半導体装置。
【請求項１５】
半導体基板上を絶縁処理し、前記絶縁処理された半導体基板上にパッド電極を形成し、前
記パッド電極を被覆するように前記絶縁処理された半導体基板上に絶縁層を形成した後、
前記パッド電極の表面が露出するように前記絶縁層に複数の開口領域を形成する工程と、
　前記開口領域を介して前記パッド電極と接続するように、前記絶縁層上に金属層を形成
する工程と、
　前記金属層上にスピンコート樹脂膜を形成し、前記金属層が露出するように前記スピン
コート樹脂膜に開口部を形成する工程と、
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　前記スピンコート樹脂膜の開口部から露出する前記金属層上にメッキ用金属層を形成し
た後、前記メッキ用金属層上に電極を形成する工程とを有することを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項１６】
前記メッキ用金属層としてスパッタリング法によりクロム層及び前記クロム層上に銅層を
形成することを特徴とする請求項１５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
前記金属層としてアルミニウム層またはアルミニウム合金層を形成し、前記電極として銅
層と、前記銅層上にバンプ電極とを形成することを特徴とする請求項１５または請求項１
６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
前記スピンコート樹脂膜としてポリベンズオキサゾール膜またはポリイミド樹脂膜を形成
することを特徴とする請求項１５または請求項１６に記載の半導体装置の製造方法。
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